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研究成果の概要（和文）：酸化エルビウム単結晶薄膜を用いた量子光メモリの実現を目指し、結晶内エルビウムイオン
中の電子ダイナミクスを明らかにした。特にエルビウムイオン間距離の依存性を元に、エルビウムイオン間相互作用に
よる電子の移動（エネルギー移動）について明らかにした。またこのエネルギー移動はフォトニック結晶構造により制
御可能であることを実証した。これらは、通信波長帯で動作する高効率な量子光メモリを実現するために非常に重要な
結果である。

研究成果の概要（英文）：Toward realization of the quantum optical memories using erbium-oxides epitaxial 
thin films, we investigated the electron dynamics of the erbium ions in the crystal. Particularly we 
clarified the characteristics of the energy transfer induced by erbium-erbium interaction, which depends 
on the interionic distance. Moreover we demonstrated that this energy transfer can be controlled by using 
the photonic crystal structures. These are the promising results for the realization of the 
high-efficient quantum memories operating with telecom-band photons.

研究分野： 光物性

キーワード： 酸化エルビウム　STIRAP　エネルギー移動　量子メモリ
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